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Muito &= apregoa que o multimetro é o mais Util de todos os ingrumentos com que o profissional da
eletronica pode contar. No entanto, a maioria dos usuarios deste instrumento, baseados unicamente no
que aprendem nos cursos técnicos e de engenharia, apenas sabem usa -lo nas medidas basicas: tensao,
corrente e resisténcia. O mutimet ro é muito mas & qie um melidor & gpenas tés gandezas:
sabendo usa-lo podemos obter muito mais que isso, testando componentes, tendo idéia sobre formas de
onda e dstorgdo ¢ um drcuito e &é cetectando snais & R \&ja neste atigo dgumas destas

aplicagbes incomuns do multimetro.

No nosso livro Curso de Instrumentagdo Eletronica — O Multimetro, insistimos no fato de que ndo basta
saber usar o multimetro na medida de trés grandezas basicas, mrrente, resisténcia e tensdo, para s
poder izer ue q a ua lddadfinasta onepleta

O multimetro é muito mais, mas para que de possa r usado em fungdes que Vdo dém de smples
medidas iretasd reciép aber s rprigtir uas s icagoek.

O movimento da agulha, a oscilagdo de valores de uma escala digital , a escala usada e o modo como o
instrumento ¢é ligado ao drcuito em teste sdo alguns fatores que poucos profissionais sabem interpretar
e er orretamente. faz ¢

Com um simples multimetro,mesmo de baixo custo, testes de componentes e de circuitos podem revela r
coisas que os leitores ndo imaginam. Alguns testes incomuns que podem ser feitos com um multimetro

sao nalisados ste rtigo. a ne a

Como star Ts Te IGB

Os IGBTs §o anplamente utizados en iversores @& freliéncia, ontroles & pténcia, fotes
chaveadas ec onversores DC. DC/
Estes omponentes mssuem aracteristicas hilvidas, om uma prta i®lada omo um MOSET e
jungdes ntree oletar mssOr oma umstskor ipolér.

A ufig Istne@ imbolo do@do arap presentar um IGBT.
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Um dos testes mais comuns para a prova de um IGBT é o teste dindmico que mnsiste em s wlocar

.

como carga uma lampada de 40 a 100 W no seu coletor e alimentar o circuito com uma tens 3o de até
20 DC. v



Com a comporta ligada a0 emissor do transistor, ele deve permanecer no corte e com isso a lampada
apagada.

Ligando a comporta ao coletor (0 que deve ser feito com um resistor de 10 k ohms), o transistor satura
e aipada cende. tBs procedimento indmico ésteado natig@ 2.
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Se a lampada permanecer acesa nas duas prova o IGBT estd em curto e se permanecer apagada, o IGBT
esta aberto. O leitor deve estar atento para a maxima tensdao que pode ser aplicada entre a comporta e
0 missoe o rmdi tra stor ue ng el g €20V

Se o teste for feito com tensGes maiores, a tensdo aplicada a comporta deve ser sempre inferior a 20 V.

No entanto, um teste semelhante pode ser feito com multimetro analdgico e mesmo com alguns tipos de
multimetros digitais que tenham tensdo de prova suficiente para satura-lo, quando colocados nas escalas
de resisténcias ou teste de diodos. Para esta finalidade podemos inidalmente fazer um teste de aurto -
circuito, onforme  gtra ureno afig 3.
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Medimos inidalmente a resisténcia entre s terminais e cate e o mletor e depois entre o qate e o
emissor.

Nas duas medidas devemos ter ldturas de  altas resisténcias. Por dta resisténcia entendemos valores
acima e hms. d 10Mo

Se em qualquer das medidas tivermos uma leitura de baixa resisténcia ou mesmo média (entre 10 k e
1M dms), o IGBT sta inutiizado mr wrto a1 dnda figa ecessiva. & de p assar neste fkste,
medimos sisténdae ntre olekor amissore e

Num sentido ela deve ser alta e no outro baixa, pois devemos considerar o diodo de protecdao que estes

componentes m, onféémec stra mara afig 4.
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Figura 4

Uma leitura de baixa resisténcia nas duas medidas indica um IGBT em curto e uma leitura de resisténcia



algo baixa onde deveria ser muito alta (entre 10 k e 1 M) indica um componente com fugas. Em ambos
0s asos, compomente o eveaerd izadoutil

Dependendo d énsao d hbteria & multhetro, pde er ralizado um tete @ omutagdo
relativamente $mples. Rira §so, utizamos a onexdao & figira 4 om o multmetro numa e scala
intermedidria e sisténcias. d re

Tocando com uma chave de fendas ou fazendo uma ponte entre o gate (g) e o coletor (C) do transistor,
ele eve omutar. d c

Isso fard com que a resisténcia @ia, passando de um valor muito dto para um valor mais baixo que
depende asd aracteristicas o d IGBhe stee @ drdprio  mulétro.

No entanto, é peciso levar en ©nta qie a kateria intana & dguns multmetro n®d ten tensao
suficiente para kvar o @mmponente a ondugdo. Para rdo te dividas & este Eeste £ lica com o
multimetro de que se dispde, sera interessante tentar com um IGBT que sabemos estar em bom estado.
Uma forma de se testar um IGBT com o multimetro no caso de ndo ser possivel a prova direta descrita é
a strada ura mo nafig 5.
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Uma bateria de 9 V fornece a tensdo necessaria a polarizacdo do componente e com isso uma leitura de
corrente aumentando com o toque pode ser feita para o caso de um componente em bom estado.

Como star ower SFETTe P MO

Partindo c principio & que em muits glicagdes 6 MOSFETs e poténcia aubstituem s IGBTs o
procedimento edeste ed unogeria ers omsiderado alido am 0 uwo.
No entanto, existem algumas diferengas a serem consideradas o que nos leva a um procedimento algo
diferenciado  ue assareag pescrever. a d

Assim, o teste dindmico, que também pode fazer uso do multimetro, consiste em alimentar o MOSFET de
poténcia am umaehsdo anti nua mdre 12e25Vanforme nsira afiga 6.
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A arga tanto pode ser uma lampada de acordo com a tensdo usada na alimentagdo como um resistor
de 1a2, klmms x2Ww a issipacdo niar es @smos o muitietro.

Sem polarizagdo de comporta, o transistor permanece no corte e a ldampada apagada. A tensdao medida
no aso o sidtore eve ér B ou o maika.b

Se a lampada permanecer acesa ou com brilho reduzido, ou ainda se a tensdo medida ndo for nula, isso
indica nsigtotram urtoe ucom ogas. fu

Numa segunda etapa, ligamos a comporta do transistor ao positivo da alimentacdo, conforme mostra a
figura 7.
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Figura ¥

Isso deve fazer com que o transistor va a saturagdo e temos duas possibilid ades de indicagdo. No caso
da lampada, da deve acender com bom krilho e no @so do multimetro a tensdo indicada deve subir



para em ertoba msao de tdimentdcdm.

Veja ge se tete édito esta foma noaso € tmasistores MOBET € anal N.

Para MOSFETs ed anal Pevemos imvter sa gtaridades ad ehsOes plicadas.

O uso do multimetro sem nenhum componente adicional também pode ajudar a revelar o estado de um
MOSFET & mténcia. Para Bso cevemos onsiderar £ este omponente pssui ai nd o dodo de
protecao ra, onfermec stra myara afi 8.
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Colocando o multimetro numa escala intermedidria de resisténcias (Ohms x10 ou ohms x100) medimos a
resisténcia entre odeno () e afote §), ns ois entidos, onforme metra a figra 9.
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Num sentido ( quando o diodo se encontra polarizado no sentido direto) temos uma baixa resisténcia. No
sentido inverso (quando o diodo se encontra polarizado no sentido inverso) temos uma alta resisténcia.

Entendemos omp lt@ sisténcia, este aso, aleres cima ed 1 Mms.
Duas sisténcias aixds dicam ue q odisior stdiem erta

Uma reisténcia intemediaria éntre 10 ke 1 M) de v eria &r ldo um alor muito maor,
praticamente inficato, ind nsisbotran urtoe ¢



A resisténcia entre a comporta e qualquer dos outros demais eletrodos (dreno e fonte) deve ser sempre

muito Ita an ealguer entido, onfarme  strao igard 10.
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Esta elevada resisténcia, bem acima dos 10 M ohms, deve -se a presenca do Oxido que isola a comporta
do ubstrato o omponentes d c

Uma resisténcia anormalmente baixa nesta medida indca um transistor danificado m arto cu @m
fugas).

O teste dinamico também é possivel. Para isso temos a configuragdo mostrada na figura 11 para o caso
em que a tensdo da bateria interna do multimetro é suficiente para polarizar a comporta do componente.
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Com as pontas de prova na posicao indcada, a kitura deve ser de uma dta resisténcia inidalmente.



Fazendo uma pnte om uma dave ¢ fendas au um fio entre o deno e a @mporta o MOSFET
devemos ter sua conducao com o multimetro acusando uma queda de resisténcia.Se a resisténcia ndo se
alterar inalé se gompooente std @m blemas.

Para ter certeza que seu multimetro é confidvel neste teste, dadas suas @racteristicas détricas, tente
antes com um MOSFET que vocé sabe que estd em bom estado.

Conclusao

Com um pouco mais ce paciéncia pode -se ir dém no uso do multimetro no teste de IGBTs e Power
MOSFETs.

Podemos & eterminar #gumas €& sas aracteristicas ¢hamicas, utizando @ra iso &uns
componentes x e ternos dicionais. a

No entanto, para os leitores que trabalham com estes componentes e as vezes tém duvidas se eles estdo
bons ou ndo, o simples teste de estado que descrevemos pode ser de muita utilidade.



	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

